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いる粉末からは Bi0を含まなかった。また、前者は Siと Bi3+のピーク比が 1.1であるのに対して、
後者は 7.8と大きな違いが見られた。両者とも抵抗率は 10-3（Ω・cm）であり、同様の抵抗率を持
つのは Bi0が導電率に大きく寄与しているからだと考えられる。同様の抵抗率を持ちながら p 型の
透過率が高いのは、Bi0、Bi3+、Bi5+をバランスよく含めた結果だと言え、凝集していない粉末を使
用することにより、透明で導電性のある薄膜を作製できる。また、Bi3+、Bi5+が導電型に大きく寄与
し、Biの含有率が p型と n型を決定づける要因と考えられた。以上の結果より、焼結粉末の作製条
件を変えることにより、任意の蒸着膜の作製が期待できる。 
